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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位画素が配置されている画素アレイ部の前記単位画素が、
　第１の光電変換部と、
　前記第１の光電変換部の受光面よりも小さい受光面の第２の光電変換部と
　を備え、
　前記第２の光電変換部の光が入射する側にスリット形状の遮光膜が形成され、２×２の
４画素のそれぞれの画素上の前記遮光膜は異なる４方向のスリット形状で形成されている
　撮像装置。
【請求項２】
　前記第２の光電変換部上には、入射される光を集光するためのレンズは形成されていな
い
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　隣接する光電変化部への光の漏れ込みを防ぐ遮光壁が、光電変換部間に備えられる
　請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記スリット形状の前記遮光膜が配置された前記４画素は、同色である
　請求項１乃至３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項５】
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　裏面型のイメージセンサである
　請求項１乃至４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　表面型のイメージセンサである
　請求項１乃至４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記遮光膜は、前記第２の光電変換部上に形成されている配線層の下側または上側に形
成されている
　請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記遮光膜は、アモルファスシリコン膜、ポリシリコン膜、Ｇｅ膜、ＧａＮ膜、ＣｄＴ
ｅ膜、ＧａＡｓ膜、ＩｎＰ膜、CuInSe2膜、Cu2S、CIGS膜、非導体構造のカーボン膜、黒
色レジスト膜、有機光電変換膜、または金属膜である
　請求項１乃至７のいずれかに記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、撮像装置に関する。詳しくは、ダイナミックレンジを拡大できるようにした
撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な方式の撮像装置のダイナミックレンジ拡大技術が存在する。例えば、異な
る感度で時分割に撮影し、時分割に撮影した複数の画像を合成する時分割方式が知られて
いる。
【０００３】
　また、例えば、感度が異なる受光素子を設け、感度が異なる受光素子でそれぞれ撮影し
た複数の画像を合成することによりダイナミックレンジを拡大する空間分割方式が知られ
ている（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００４】
　さらに、例えば、各画素内にフォトダイオードから溢れた電荷を蓄積するメモリを設け
、１回の露光期間に蓄積できる電荷量を増やすことによりダイナミックレンジを拡大する
画素内メモリ方式が知られている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０７１８９１号公報
【特許文献２】特開２００６－２５３８７６号公報
【特許文献３】特許第４３１７１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、時分割方式や空間分割方式では、分割数を増やすことによりダイナミッ
クレンジを拡大することができる一方、分割数が増えると、アーチファクトの発生や解像
度の低下等による画質の劣化が発生する。
【０００７】
　また、画素内メモリ方式では、メモリの容量が限られるため、拡大できるダイナミック
レンジに限界があった。
【０００８】
　本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、画質を劣化させずに、撮像装
置のダイナミックレンジを拡大できるようにするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術の一側面の撮像装置は、複数の単位画素が配置されている画素アレイ部の前記単
位画素が、第１の光電変換部と、前記第１の光電変換部の受光面よりも小さい受光面の第
２の光電変換部とを備え、前記第２の光電変換部の光が入射する側にスリット形状の遮光
膜が形成され、２×２の４画素のそれぞれの画素上の前記遮光膜は異なる４方向のスリッ
ト形状で形成されている。
【００１０】
　前記第２の光電変換部上には、入射される光を集光するためのレンズは形成されていな
いようにすることができる。
【００１１】
　隣接する光電変化部への光の漏れ込みを防ぐ遮光壁が、光電変換部間に備えられるよう
にすることができる。
【００１２】
　前記スリット形状の前記遮光膜が配置された前記４画素は、同色であるようにすること
ができる。
【００１４】
　裏面型のイメージセンサであるようにすることができる。
【００１５】
　表面型のイメージセンサであるようにすることができる。
【００１６】
　前記遮光膜は、前記第２の光電変換部上に形成されている配線層の下側または上側に形
成されているようにすることができる。
【００１７】
　前記遮光膜は、アモルファスシリコン膜、ポリシリコン膜、Ｇｅ膜、ＧａＮ膜、ＣｄＴ
ｅ膜、ＧａＡｓ膜、ＩｎＰ膜、CuInSe2膜、Cu2S、CIGS膜、非導体構造のカーボン膜、黒
色レジスト膜、有機光電変換膜、または金属膜であるようにすることができる。
【００１８】
　本技術の一側面の撮像装置においては、複数の単位画素が配置されている画素アレイ部
の単位画素に、第１の光電変換部と、第１の光電変換部の受光面よりも小さい受光面の第
２の光電変換部とが備えられている。また第２の光電変換部の光が入射する側にスリット
形状の遮光膜が形成され、２×２の４画素のそれぞれの画素上の前記遮光膜は異なる４方
向のスリット形状で形成されている。
【発明の効果】
【００１９】
　本技術の一側面によれば、画質を劣化させずに、撮像装置のダイナミックレンジを拡大
できる。
【００２０】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本技術が適用されるＣＭＯＳイメージセンサの構成の概略を示すシステム構成図
である。
【図２】単位画素の構成例を示す回路図である。
【図３】単位画素の露光開始時の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図４】単位画素の読み出し時の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図５】信号処理の説明に供する入射光量－出力の特性図である。
【図６】画素の第１の構成について説明するための図である。
【図７】画素の第２の構成について説明するための図である。
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【図８】画素の第３の構成について説明するための図である。
【図９】画素の第４の構成について説明するための図である。
【図１０】画素の第５の構成について説明するための図である。
【図１１】画素の第６の構成について説明するための図である。
【図１２】画素の第７の構成について説明するための図である。
【図１３】画素の第８の構成について説明するための図である。
【図１４】画素の第９の構成について説明するための図である。
【図１５】画素の第１０の構成について説明するための図である。
【図１６】画素の第１１の構成について説明するための図である。
【図１７】画素の第１２の構成について説明するための図である。
【図１８】画素の第１３の構成について説明するための図である。
【図１９】画素の第１４の構成について説明するための図である。
【図２０】画素の第１５の構成について説明するための図である。
【図２１】画素の第１６の構成について説明するための図である。
【図２２】異感度の画素配置について説明するための図である。
【図２３】色配置について説明するための図である。
【図２４】遮光膜の配置について説明するための図である。
【図２５】撮像装置の使用例を示す図である。
【図２６】撮像装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。
なお、説明は、以下の順序で行う。
　１．本技術が適用される撮像装置
　２．単位画素の構成（第１乃至第１６の構成）
　３．第１、第２光電変換部の配置について
　４．変形例
　５．撮像装置の使用例
【００２３】
　＜本技術が適用される撮像装置＞
　図１は、本技術が適用される撮像装置、例えばＸ－Ｙアドレス方式撮像装置の一種であ
るＣＭＯＳイメージセンサの構成の概略を示すシステム構成図である。ここで、ＣＭＯＳ
イメージセンサとは、ＣＭＯＳプロセスを応用して、または、部分的に使用して作成され
たイメージセンサである。
【００２４】
　本適用例に係るＣＭＯＳイメージセンサ１０は、図示せぬ半導体基板（チップ）上に形
成された画素アレイ部１１と、当該画素アレイ部１１と同じ半導体基板上に集積された周
辺回路部とを有する構成となっている。周辺回路部は、例えば、垂直駆動部１２、カラム
処理部１３、水平駆動部１４及びシステム制御部１５から構成されている。
【００２５】
　ＣＭＯＳイメージセンサ１０は更に、信号処理部１８及びデータ格納部１９を備えてい
る。信号処理部１８及びデータ格納部１９については、本ＣＭＯＳイメージセンサ１０と
同じ基板上に搭載しても構わないし、本ＣＭＯＳイメージセンサ１０とは別の基板上に配
置するようにしても構わない。また、信号処理部１８及びデータ格納部１９の各処理につ
いては、本ＣＭＯＳイメージセンサ１０とは別の基板に設けられる外部信号処理部、例え
ば、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）回路やソフトウェアによる処理でも構わない。
【００２６】
　画素アレイ部１１は、受光した光量に応じた電荷を生成しかつ蓄積する光電変換部を有
する単位画素（以下、単に「画素」と記述する場合もある）が行方向及び列方向に、すな
わち、行列状に２次元配置された構成となっている。ここで、行方向とは画素行の画素の
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配列方向（すなわち、水平方向）を言い、列方向とは画素列の画素の配列方向（すなわち
、垂直方向）を言う。単位画素の具体的な回路構成や画素構成の詳細については後述する
。
【００２７】
　画素アレイ部１１において、行列状の画素配列に対して、画素行ごとに画素駆動線１６
が行方向に沿って配線され、画素列ごとに垂直信号線１７が列方向に沿って配線されてい
る。画素駆動線１６は、画素から信号を読み出す際の駆動を行うための駆動信号を伝送す
る。図１では、画素駆動線１６について１本の配線として示しているが、１本に限られる
ものではない。画素駆動線１６の一端は、垂直駆動部１２の各行に対応した出力端に接続
されている。
【００２８】
　垂直駆動部１２は、シフトレジスタやアドレスデコーダなどによって構成され、画素ア
レイ部１１の各画素を全画素同時あるいは行単位等で駆動する。すなわち、垂直駆動部１
２は、当該垂直駆動部１２を制御するシステム制御部１５と共に、画素アレイ部１１の各
画素の動作を制御する駆動部を構成している。この垂直駆動部１２はその具体的な構成に
ついては図示を省略するが、一般的に、読出し走査系と掃出し走査系の２つの走査系を有
する構成となっている。
【００２９】
　読出し走査系は、単位画素から信号を読み出すために、画素アレイ部１１の単位画素を
行単位で順に選択走査する。単位画素から読み出される信号はアナログ信号である。掃出
し走査系は、読出し走査系によって読出し走査が行われる読出し行に対して、その読出し
走査よりも露光時間分だけ先行して掃出し走査を行う。
【００３０】
　この掃出し走査系による掃出し走査により、読出し行の単位画素の光電変換部から不要
な電荷が掃き出されることによって当該光電変換部がリセットされる。そして、この掃出
し走査系による不要電荷の掃き出す（リセットする）ことにより、所謂電子シャッタ動作
が行われる。ここで、電子シャッタ動作とは、光電変換部の電荷を捨てて、新たに露光を
開始する（電荷の蓄積を開始する）動作のことを言う。
【００３１】
　読出し走査系による読出し動作によって読み出される信号は、その直前の読出し動作ま
たは電子シャッタ動作以降に受光した光量に対応するものである。そして、直前の読出し
動作による読出しタイミングまたは電子シャッタ動作による掃出しタイミングから、今回
の読出し動作による読出しタイミングまでの期間が、単位画素における電荷の露光期間と
なる。
【００３２】
　垂直駆動部１２によって選択走査された画素行の各単位画素から出力される信号は、画
素列ごとに垂直信号線１７の各々を通してカラム処理部１３に入力される。カラム処理部
１３は、画素アレイ部１１の画素列ごとに、選択行の各画素から垂直信号線１７を通して
出力される信号に対して所定の信号処理を行うとともに、信号処理後の画素信号を一時的
に保持する。
【００３３】
　具体的には、カラム処理部１３は、信号処理として少なくとも、ノイズ除去処理、例え
ばＣＤＳ（Correlated Double Sampling；相関二重サンプリング）処理や、ＤＤＳ（Doub
le Data Sampling）処理を行う。例えば、ＣＤＳ処理により、リセットノイズや画素内の
増幅トランジスタの閾値ばらつき等の画素固有の固定パターンノイズが除去される。カラ
ム処理部１３にノイズ除去処理以外に、例えば、ＡＤ（アナログ－デジタル）変換機能を
持たせ、アナログの画素信号をデジタル信号に変換して出力することも可能である。
【００３４】
　水平駆動部１４は、シフトレジスタやアドレスデコーダなどによって構成され、カラム
処理部１３の画素列に対応する単位回路を順番に選択する。この水平駆動部１４による選



(6) JP 6754157 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

択走査により、カラム処理部１３において単位回路ごとに信号処理された画素信号が順番
に出力される。
【００３５】
　システム制御部１５は、各種のタイミング信号を生成するタイミングジェネレータなど
によって構成され、当該タイミングジェネレータで生成された各種のタイミングを基に、
垂直駆動部１２、カラム処理部１３、及び、水平駆動部１４などの駆動制御を行う。
【００３６】
　信号処理部１８は、少なくとも演算処理機能を有し、カラム処理部１３から出力される
画素信号に対して演算処理等の種々の信号処理を行う。データ格納部１９は、信号処理部
１８での信号処理に当たって、その処理に必要なデータを一時的に格納する。
【００３７】
　＜単位画素１００の回路構成＞
　図２は、図１の画素アレイ部１１に配置される単位画素１００の構成例を示す回路図で
ある。
【００３８】
　単位画素１００は、第１光電変換部１０１、第１転送ゲート部１０２、第２光電変換部
１０３、第２転送ゲート部１０４、第３転送ゲート部１０５、電荷蓄積部１０６、リセッ
トゲート部１０７、ＦＤ（フローティングディフュージョン）部１０８、増幅トランジス
タ１０９、及び、選択トランジスタ１１０を含むように構成される。
【００３９】
　また、単位画素１００に対して、図１の画素駆動線１６として、複数の駆動線が、例え
ば画素行毎に配線される。そして、図１の垂直駆動部１２から複数の駆動線を介して、各
種の駆動信号ＴＧＬ、ＴＧＳ、ＦＣＧ、ＲＳＴ、ＳＥＬが供給される。これらの駆動信号
は、単位画素１００の各トランジスタがＮＭＯＳトランジスタなので、高レベル（例えば
、電源電圧ＶＤＤ）の状態がアクティブ状態となり、低レベルの状態（例えば、負電位）
が非アクティブ状態となるパルス信号である。
【００４０】
　第１光電変換部１０１は、例えば、ＰＮ接合のフォトダイオードからなる。第１光電変
換部１０１は、受光した光量に応じた電荷を生成し、蓄積する。
【００４１】
　第１転送ゲート部１０２は、第１光電変換部１０１とＦＤ部１０８との間に接続されて
いる。第１転送ゲート部１０２のゲート電極には、駆動信号ＴＧＬが印加される。駆動信
号ＴＧＬがアクティブ状態になると、第１転送ゲート部１０２が導通状態になり、第１光
電変換部１０１に蓄積されている電荷が、第１転送ゲート部１０２を介してＦＤ部１０８
に転送される。
【００４２】
　第２光電変換部１０３は、第１光電変換部１０１と同様に、例えば、ＰＮ接合のフォト
ダイオードからなる。第２光電変換部１０３は、受光した光量に応じた電荷を生成し、蓄
積する。
【００４３】
　第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３を比較すると、第１光電変換部１０１の
方が受光面の面積が広く、感度が高く、第２光電変換部１０３の方が受光面の面積が狭く
、感度が低い。このように、単位画素１００内には、感度の異なる２つの光電変換部が備
えられている。すなわちこの場合、第１光電変換部１０１は、高感度画素として機能し、
第２光電変換部１０３は、低感度画素として機能する。
【００４４】
　第２転送ゲート部１０４は、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８との間に接続されている
。第２転送ゲート部１０４のゲート電極には、駆動信号ＦＣＧが印加される。駆動信号Ｆ
ＣＧがアクティブ状態になると、第２転送ゲート部１０４が導通状態になり、電荷蓄積部
１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合する。
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【００４５】
　第３転送ゲート部１０５は、第２光電変換部１０３と電荷蓄積部１０６との間に接続さ
れている。第３転送ゲート部１０５のゲート電極には、駆動信号ＴＧＳが印加される。駆
動信号ＴＧＳがアクティブ状態になると、第３転送ゲート部１０５が導通状態になり、第
２光電変換部１０３に蓄積されている電荷が、第３転送ゲート部１０５を介して、電荷蓄
積部１０６、或いは、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合した領域に
転送される。
【００４６】
　また、第３転送ゲート部１０５のゲート電極の下部は、ポテンシャルが若干深くなって
おり、第２光電変換部１０３の飽和電荷量を超え、第２光電変換部１０３から溢れた電荷
を電荷蓄積部１０６に転送するオーバーフローパスが形成されている。なお、以下、第３
転送ゲート部１０５のゲート電極の下部に形成されているオーバーフローパスを、単に第
３転送ゲート部１０５のオーバーフローパスと称する。
【００４７】
　電荷蓄積部１０６は、例えば、キャパシタからなり、第２転送ゲート部１０４と第３転
送ゲート部１０５との間に接続されている。電荷蓄積部１０６の対向電極は、電源電圧Ｖ
ＤＤを供給する電源ＶＤＤの間に接続されている。電荷蓄積部１０６は、第２光電変換部
１０３から転送される電荷を蓄積する。
【００４８】
　リセットゲート部１０７は、電源ＶＤＤとＦＤ部１０８との間に接続されている。リセ
ットゲート部１０７のゲート電極には、駆動信号ＲＳＴが印加される。駆動信号ＲＳＴが
アクティブ状態になると、リセットゲート部１０７が導通状態になり、ＦＤ部１０８の電
位が、電源電圧ＶＤＤのレベルにリセットされる。
【００４９】
　ＦＤ部１０８は、電荷を電圧信号に電荷電圧変換して出力する。
【００５０】
　増幅トランジスタ１０９は、ゲート電極がＦＤ部１０８に接続され、ドレイン電極が電
源ＶＤＤに接続されており、ＦＤ部１０８に保持されている電荷を読み出す読出し回路、
所謂ソースフォロワ回路の入力部となる。すなわち、増幅トランジスタ１０９は、ソース
電極が選択トランジスタ１１０を介して垂直信号線１７に接続されることにより、当該垂
直信号線１７の一端に接続される定電流源１１１とソースフォロワ回路を構成する。
【００５１】
　選択トランジスタ１１０は、増幅トランジスタ１０９のソース電極と垂直信号線１７と
の間に接続されている。選択トランジスタ１１０のゲート電極には、選択信号ＳＥＬが印
加される。選択信号ＳＥＬがアクティブ状態になると、選択トランジスタ１１０が導通状
態になり、単位画素１００が選択状態となる。これにより、増幅トランジスタ１０９から
出力される画素信号が、選択トランジスタ１１０を介して、垂直信号線１７に出力される
。
【００５２】
　なお、以下、各駆動信号がアクティブ状態になることを、各駆動信号がオンするともい
い、各駆動信号が非アクティブ状態になることを、各駆動信号がオフするともいう。また
、以下、各ゲート部又は各トランジスタが導通状態になることを、各ゲート部又は各トラ
ンジスタがオンするともいい、各ゲート部又は各トランジスタが非導通状態になることを
、各ゲート部又は各トランジスタがオフするともいう。
【００５３】
　＜単位画素１００の動作＞
　次に、図３及び図４のタイミングチャートを参照して、単位画素１００の動作について
説明する。まず、図３のタイミングチャートを参照して、単位画素１００の露光開始時の
動作について説明する。この処理は、例えば、画素アレイ部１１の画素行毎、又は、複数
の画素行毎に、所定の走査順で行われる。なお、図３には、水平同期信号ＸＨＳ、駆動信
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号ＳＥＬ、ＲＳＴ、ＴＧＳ、ＦＣＧ、ＴＧＬのタイミングチャートが示されている。
【００５４】
　まず、時刻ｔ１において、水平同期信号ＸＨＳが入力され、単位画素１００の露光処理
が開始する。
【００５５】
　次に、時刻ｔ２において、駆動信号ＲＳＴがオンし、リセットゲート部１０７がオンす
る。これにより、ＦＤ部１０８の電位が、電源電圧ＶＤＤのレベルにリセットされる。
【００５６】
　次に、時刻ｔ３において、駆動信号ＴＧＬ、ＦＣＧ、ＴＧＳがオンし、第１転送ゲート
部１０２、第２転送ゲート部１０４、第３転送ゲート部１０５がオンする。これにより、
電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合する。また、第１光電変換部１０
１に蓄積されている電荷が、第１転送ゲート部１０２を介して、結合した領域に転送され
、第２光電変換部１０３に蓄積されている電荷が、第３転送ゲート部１０５を介して、結
合した領域に転送される。そして、結合した領域がリセットされる。
【００５７】
　次に、時刻ｔ４において、駆動信号ＴＧＬ、ＴＧＳがオフし、第１転送ゲート部１０２
、第３転送ゲート部１０５がオフする。これにより、第１光電変換部１０１及び第２光電
変換部１０３への電荷の蓄積が開始され、露光期間が開始する。
【００５８】
　次に、時刻ｔ５において、駆動信号ＲＳＴがオフし、リセットゲート部１０７がオフす
る。
【００５９】
　次に、時刻ｔ６において、駆動信号ＦＣＧがオフし、第２転送ゲート部１０４がオフす
る。これにより、電荷蓄積部１０６は、第２光電変換部１０３から溢れ、第３転送ゲート
部１０５のオーバーフローパスを介して転送されてくる電荷の蓄積を開始する。
【００６０】
　そして、時刻ｔ７において、水平同期信号ＸＨＳが入力される。
【００６１】
　（単位画素１００の読み出し時の動作）
　次に、図４のタイミングチャートを参照して、単位画素１００の画素信号の読み出し時
の動作について説明する。この処理は、例えば、画素アレイ部１１の画素行毎、又は、複
数の画素行毎に、図３の処理が行われてから所定の時間後に所定の走査順で行われる。な
お、図４には、水平同期信号ＸＨＳ、駆動信号ＳＥＬ、ＲＳＴ、ＴＧＳ、ＦＣＧ、ＴＧＬ
のタイミングチャートが示されている。
【００６２】
　まず、時刻ｔ２１において、水平同期信号ＸＨＳが入力され、単位画素１００の読み出
し期間が開始する。
【００６３】
　次に、時刻ｔ２２において、選択信号ＳＥＬがオンし、選択トランジスタ１１０がオン
する。これにより、単位画素１００が選択状態になる。
【００６４】
　次に、時刻ｔ２３において、駆動信号ＲＳＴがオンし、リセットゲート部１０７がオン
する。これにより、ＦＤ部１０８の電位が、電源電圧ＶＤＤのレベルにリセットされる。
【００６５】
　次に、時刻ｔ２４において、駆動信号ＲＳＴがオフし、リセットゲート部１０７がオフ
する。
【００６６】
　次に、時刻ｔ２５において、駆動信号ＦＣＧ、ＴＧＳがオンし、第２転送ゲート部１０
４及び第３転送ゲート部１０５がオンする。これにより、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０
８のポテンシャルが結合するとともに、第２光電変換部１０３に蓄積されている電荷が、
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結合した領域に転送される。これにより、露光期間中に第２光電変換部１０３及び電荷蓄
積部１０６に蓄積された電荷が、結合した領域に蓄積される。
【００６７】
　この時刻ｔ２５において、画素信号の読み出しが開始され、露光期間が終了する。
【００６８】
　次に、時刻ｔ２６において、駆動信号ＴＧＳがオフし、第３転送ゲート部１０５がオフ
する。これにより、第２光電変換部１０３からの電荷の転送が停止する。
【００６９】
　次に、時刻ｔ２６と時刻ｔ２７の間の時刻ｔａにおいて、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１
０８のポテンシャルが結合した領域の電位に基づく信号ＳＬが、増幅トランジスタ１０９
及び選択トランジスタ１１０を介して垂直信号線１７に出力される。信号ＳＬは、露光期
間中に第２光電変換部１０３で生成され、第２光電変換部１０３及び電荷蓄積部１０６に
蓄積された電荷に基づく信号である。
【００７０】
　また、信号ＳＬは、露光期間中に第２光電変換部１０３及び電荷蓄積部１０６に蓄積さ
れた電荷が、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合した領域に蓄積され
た状態における結合した領域の電位に基づく信号となる。従って、信号ＳＬの読み出し時
に電荷を電荷電圧変換する容量は、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８を合わせた容量とな
る。
【００７１】
　なお、以下、信号ＳＬのことを、低感度データ信号ＳＬとも称する。
【００７２】
　次に、時刻ｔ２７において、駆動信号ＲＳＴがオンし、リセットゲート部１０７がオン
する。これにより、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合した領域がリ
セットされる。
【００７３】
　次に、時刻ｔ２８において、選択信号ＳＥＬがオフし、選択トランジスタ１１０がオフ
する。これにより、単位画素１００が非選択状態になる。
【００７４】
　次に、時刻ｔ２９において、駆動信号ＲＳＴがオフし、リセットゲート部１０７がオフ
する。
【００７５】
　次に、時刻ｔ３０において、選択信号ＳＥＬがオンし、選択トランジスタ１１０がオン
する。これにより、単位画素１００が選択状態になる。
【００７６】
　次に、時刻ｔ３０と時刻ｔ３１の間の時刻ｔｂにおいて、電荷蓄積部１０６とＦＤ部１
０８のポテンシャルが結合した領域の電位に基づく信号ＮＬが、増幅トランジスタ１０９
及び選択トランジスタ１１０を介して垂直信号線１７に出力される。この信号ＮＬは、電
荷蓄積部１０６とＦＤ部１０８のポテンシャルが結合した領域がリセットされた状態にお
ける結合した領域の電位に基づく信号となる。
【００７７】
　なお、以下、信号ＮＬのことを、低感度リセット信号ＮＬとも称する。
【００７８】
　次に、時刻ｔ３１において、駆動信号ＦＣＧがオフし、第２転送ゲート部１０４がオフ
する。
【００７９】
　次に、時刻ｔ３１と時刻ｔ３２の間の時刻ｔｃにおいて、ＦＤ部１０８の電位に基づく
信号ＮＨが、増幅トランジスタ１０９及び選択トランジスタ１１０を介して垂直信号線１
７に出力される。信号ＮＨは、リセットされた状態におけるＦＤ部１０８の電位に基づく
信号となる。
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【００８０】
　なお、以下、信号ＮＨのことを、高感度リセット信号ＮＨとも称する。
【００８１】
　次に、時刻ｔ３２において、駆動信号ＴＧＬがオンし、第１転送ゲート部１０２がオン
する。これにより、露光期間中に第１光電変換部１０１で生成され、蓄積された電荷が、
第１転送ゲート部１０２を介してＦＤ部１０８に転送される。
【００８２】
　次に、時刻ｔ３３において、駆動信号ＴＧＬがオフし、第１転送ゲート部１０２がオフ
する。これにより、第１光電変換部１０１からＦＤ部１０８への電荷の転送が停止する。
【００８３】
　次に、時刻ｔ３３と時刻ｔ３４の間の時刻ｔｄにおいて、ＦＤ部１０８の電位に基づく
信号ＳＨが、増幅トランジスタ１０９及び選択トランジスタ１１０を介して垂直信号線１
７に出力される。信号ＳＨは、露光期間中に第１光電変換部１０１で生成され、蓄積され
た電荷に基づく信号である。
【００８４】
　また、信号ＳＨは、露光期間中に第１光電変換部１０１に蓄積された電荷がＦＤ部１０
８に蓄積された状態におけるＦＤ部１０８の電位に基づく信号となる。従って、信号ＳＨ
の読み出し時に電荷を電荷電圧変換する容量は、ＦＤ部１０８の容量となり、時刻ｔａに
おける低感度データ信号ＳＬの読み出し時より小さくなる。
【００８５】
　なお、以下、信号ＳＨのことを、高感度データ信号ＳＨとも称する。
【００８６】
　次に、時刻ｔ３４において、選択信号ＳＥＬがオフし、選択トランジスタ１１０がオフ
する。これにより、単位画素１００が非選択状態になる。
【００８７】
　次に、時刻ｔ３５において、水平同期信号ＸＨＳが入力され、単位画素１００の画素信
号の読み出し期間が終了する。
【００８８】
　（ノイズ除去処理及び演算処理に関する説明）
　上述した単位画素１００からは、低感度データ信号ＳＬ、低感度リセット信号ＮＬ、高
感度リセット信号ＮＨ、及び、高感度データ信号ＳＨの順に、垂直信号線１７に対して信
号が出力される。そして、後段の信号処理部、例えば、図１に示すカラム処理部１３や信
号処理部１８において、低感度データ信号ＳＬ、低感度リセット信号ＮＬ、高感度リセッ
ト信号ＮＨ、及び、高感度データ信号ＳＨに対して所定のノイズ除去処理及び信号処理が
行われる。以下、後段のカラム処理部１３におけるノイズ除去処理及び信号処理部１８に
おける演算処理の例について説明する。
【００８９】
　（ノイズ除去処理）
　最初に、カラム処理部１３によるノイズ除去処理について説明する。
【００９０】
（ノイズ除去処理の処理例）
　まず、ノイズ除去処理の処理例について説明する。
【００９１】
　カラム処理部１３は、低感度データ信号ＳＬと低感度リセット信号ＮＬとの差分をとる
ことにより、低感度差分信号ＳＮＬを生成する。従って、
　低感度差分信号ＳＮＬ＝低感度データ信号ＳＬ－低感度リセット信号ＮＬ
となる。
【００９２】
　次に、カラム処理部１３は、高感度データ信号ＳＨと高感度リセット信号ＮＨとの差分
をとることにより、高感度差分信号ＳＮＨを生成する。従って、
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　高感度差分信号ＳＮＨ＝高感度データ信号ＳＨ－高感度リセット信号ＮＨ
となる。
【００９３】
　このように、低感度の信号ＳＬ、ＮＬに対しては、画素内の増幅トランジスタの閾値ば
らつき等の画素固有の固定パターンノイズは除去されるもののリセットノイズは除去され
ないＤＤＳ処理が行われる。高感度の信号ＳＨ、ＮＨについては、リセットノイズや画素
内の増幅トランジスタの閾値ばらつき等の画素固有の固定パターンノイズが除去されるＣ
ＤＳ処理が行われる。
【００９４】
　（画素信号の演算処理の処理例）
　次に画素信号の演算処理の処理例について説明する。
【００９５】
　信号処理部１８は、低感度差分信号ＳＮＬが所定の範囲内となったときに、低感度差分
信号ＳＮＬと高感度差分信号ＳＮＨの比を画素毎、複数画素毎、色毎、共有画素単位内の
特定画素毎、もしくは全画素一律にゲインとして算出してゲインテーブルを生成する。そ
して、信号処理部１８は、低感度差分信号ＳＮＬと当該ゲインテーブルの積を低感度差分
信号ＳＮＬの補正値として算出する。
【００９６】
　ここで、ゲインをＧ、低感度差分信号ＳＮＬの補正値（以下、補正低感度差分信号と称
する）をＳＮＬ'とすると、ゲインＧ及び補正低感度差分信号ＳＮＬ'は、次式（１）、（
２）に基づいて求めることができる。
【００９７】
　Ｇ＝ＳＮＨ／ＳＮＬ＝（Ｃｆｄ＋Ｃｆｃ）／Ｃｆｄ　・・・（１）
　ＳＮＬ'＝Ｇ×ＳＮＬ　・・・（２）
【００９８】
　ここで、ＣｆｄはＦＤ部１０８の容量値、Ｃｆｃは電荷蓄積部１０６の容量値である。
従って、ゲインＧは、容量比と等価である。
【００９９】
　図５は、入射光量に対する低感度差分信号ＳＮＬ、高感度差分信号ＳＮＨ、及び、補正
低感度差分信号ＳＮＬ'の関係を示している。
【０１００】
　次に、信号処理部１８は、図５に示すように、予め設定された所定の閾値Ｖｔを用いる
。閾値Ｖｔは、光応答特性において、高感度差分信号ＳＮＨが飽和前かつ光応答特性がリ
ニアな領域において予め設定される。
【０１０１】
　そして、信号処理部１８は、高感度差分信号ＳＮＨが所定の閾値Ｖｔを超えない場合、
当該高感度差分信号ＳＮＨを処理対象画素の画素信号ＳＮとして出力する。すなわち、Ｓ
ＮＨ＜Ｖｔの場合、画素信号ＳＮ＝高感度差分信号ＳＮＨとなる。
【０１０２】
　一方、信号処理部１８は、高感度差分信号ＳＮＨが所定の閾値Ｖｔを超える場合、低感
度差分信号ＳＮＬの補正低感度差分信号ＳＮＬ'を処理対象画素の画素信号ＳＮとして出
力する。すなわち、Ｖｔ≦ＳＮＨの場合、画素信号ＳＮ＝補正低感度差分信号ＳＮＬ'と
なる。
【０１０３】
　以上のような演算処理を行うことにより、低照度時の信号から高照度時の信号へより滑
らかに切り替えることが出来る。
【０１０４】
　また、ＣＭＯＳイメージセンサ１０では、低感度の第２光電変換部１０３に対して電荷
蓄積部１０６を設けることにより、低感度データ信号ＳＬが飽和するレベルを引き上げる
ことができる。これにより、ダイナミックレンジの最小値を保持したまま、ダイナミック
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レンジの最大値を大きくすることができ、ダイナミックレンジを拡大することができる。
【０１０５】
　例えば、車載向けのイメージセンサにおいて、ＬＥＤ光源のように点滅する被写体を、
点滅するタイミングによって撮像できないＬＥＤフリッカという現象が発生する場合があ
る。このＬＥＤフリッカは、例えば、従来のイメージセンサのダイナミックレンジが低く
、被写体毎に露光時間を調整する必要があるために生じる。
【０１０６】
　すなわち、従来のイメージセンサは、様々な照度の被写体に対応するため、低照度の被
写体に対しては露光時間を長く、高照度の被写体に対しては露光時間を短くしている。こ
れにより、低いダイナミックレンジでも様々な照度の被写体に対応することが可能になる
。一方、露光時間に関わらず読み出し速度は一定であるため、読み出し時間よりも短い単
位で露光時間を設定する場合、露光時間以外に光電変換部に入射した光は、光電変換され
て電荷になるものの、読み出されることなく破棄される。
【０１０７】
　一方、ＣＭＯＳイメージセンサ１０では、上述したようにダイナミックレンジを拡大す
ることができ、露光時間を長く設定することができるため、ＬＥＤフリッカの発生を抑制
することができる。また、ＣＭＯＳイメージセンサ１０では、上述したように時分割方式
や空間分割方式で分割数を増やした場合に発生するアーチファクトの発生や解像度の低下
を防止することができる。
【０１０８】
　＜単位画素の構成＞
　次に、上記したように、高感度の第１光電変換部１０１と低感度の第２光電変換部１０
３を有する単位画素１００の構成についてさらに説明を加える。以下に、単位画素１００
の断面図を示し、単位画素１００の構成について説明を加える。
【０１０９】
　（単位画素の第１の構成）
　図６は、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場合の単位画素
１００の断面図である。図６に示した単位画素１００は、第１の構成であることを示すた
めに、以下、単位画素１００－１と記述する。
【０１１０】
　単位画素１００－１は、図中上側から、オンチップレンズ２０１、カラーフィルタ２０
２、遮光膜２０３、およびシリコン基板２０４が積層され、シリコン基板２０４には、第
１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３が形成されている。
【０１１１】
　なお、図示はしていないが、例えば、オンチップレンズ２０１の上側には、カバーガラ
スなどが積層され、シリコン基板２０４の下側には、配線層や支持基板が積層されている
。以下の説明において必要な部分を適宜図示し、説明を加え、その他の部分については、
適宜図示や説明を省略する。
【０１１２】
　図６では、第１光電変換部１０１－１、第１光電変換部１０１－２、および第２光電変
換部１０３を図示している。また、これら３箇所の光電変換部上に、それぞれオンチップ
レンズ２０１－１乃至２０１－３が形成されている。
【０１１３】
　遮光膜２０３は、第２光電変換部１０３上にのみ形成されている。遮光膜２０３は、光
を吸収、反射する機能を有する膜である。遮光膜２０３は、金属膜で形成され、光を反射
する膜として形成されていても良いし、光の一部を吸収し、一部を透過する膜として形成
されていても良いし、光を吸収する光吸収膜として形成されていても良い。
【０１１４】
　遮光膜２０３は、例えば、アモルファスシリコン膜、ポリシリコン膜、ゲルマニウム（
Ｇｅ）膜、窒化ガリウム（ＧａＮ）膜、テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）膜、ヒ化ガリウ
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ム（ＧａＡｓ）膜、リン化インジウム（ＩｎＰ）膜、CuInSe2膜、Cu2S膜、CIGS膜、非導
体構造のカーボン膜、黒色レジスト膜、有機光電変換膜などとされる。
【０１１５】
　なお、以下に説明する第２乃至第１６の構成においても、遮光膜が第２光電変換部１０
３上に設けられている形態を示すが、それらの形態においても、遮光膜は、上記した材料
で形成されるようにすることができる。なお、上記した遮光膜の材料は、一例であり、限
定を示すものではない。
【０１１６】
　このように、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２０３を形成することで、オン
チップレンズ２０１－３を透過してきた光が、遮光膜２０３に吸収され、第２光電変換部
１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の感度が、さらに
低下することになるため、低感度の光電変化部としての性能は向上し、ダイナミックレン
ジを拡大することができる。
【０１１７】
　（単位画素の第２の構成）
　次に、単位画素１００の第２の構成について説明する。図７は、図６に示した単位画素
１００－１と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場合
の単位画素１００－２の断面図である。
【０１１８】
　図７に示した単位画素１００－２と、図６に示した単位画素１００－１を比較するに、
単位画素１００－２は、単位画素１００－１から第２光電変換部１０３上に形成されてい
るオンチップレンズ２０１－３を削除した構成となされている点が異なり、他の部分は同
一である。単位画素１００－１と同様の構成を有する部分には、同様の符号を付し、その
説明を省略する。以下、他の部分も同様に、適宜同様の部分に関しては説明を省略する。
【０１１９】
　第２光電変換部１０３上にオンチップレンズ２０１－３を形成しない構成とすることで
、第２光電変換部１０３に光が集光されない状態で入射される構成となり、第２光電変換
部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の感度が、さら
に低下し、低感度の光電変化部のダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。
【０１２０】
　（単位画素の第３の構成）
　次に、単位画素１００の第３の構成について説明する。図８は、図６に示した単位画素
１００－１と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場合
の単位画素１００－３の断面図である。
【０１２１】
　図８に示した単位画素１００－３と、図６に示した単位画素１００－１を比較するに、
単位画素１００－３は、単位画素１００－１に遮光壁２３１を追加した構成となされてい
る点が異なり、他の部分は同一である。
【０１２２】
　遮光壁２３１は、画素間に設けられており、図８に示した単位画素１００－３において
は、第１光電変換部１０１－１と第２光電変換部１０３の間、第１光電変換部１０１－２
と第２光電変換部１０３の間にそれぞれ設けられている。このように、遮光壁２３１は、
画素分離領域に設けられている。また遮光壁２３１は、受光面側から形成された絶縁膜で
形成された溝で囲まれるように形成することができる。
【０１２３】
　また遮光壁２３１は、トレンチを形成し、そのトレンチ内に、負の固定電荷膜と酸化膜
を組み合わせて形成されるようにしても良いし、負の固定電荷膜、酸化膜、および金属を
組み合わせて形成されるようにしても良い。
【０１２４】
　遮光壁２３１は、隣接する光電変換部への光の漏れ込みを防ぐために設けられている。
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遮光壁２３１を設けることで、混色などが発生することを低減させることが可能となる。
【０１２５】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２０
３を形成することで、オンチップレンズ２０１－３を透過してきた光が、遮光膜２０３に
吸収され、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換
部１０３の感度が、さらに低下し、ダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。
また遮光壁２３１を設けることで、混色などの発生を低減させることが可能となる。
【０１２６】
　（単位画素の第４の構成）
　次に、単位画素１００の第４の構成について説明する。図９は、図７に示した単位画素
１００－２と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場合
の単位画素１００－４の断面図である。
【０１２７】
　図９に示した単位画素１００－４と、図７に示した単位画素１００－２を比較するに、
単位画素１００－４は、単位画素１００－２に遮光壁２３１を追加した構成となされてい
る点が異なり、他の部分、例えば、第２光電変換部１０３上のオンチップレンズ２０１－
３が形成されていてない点などは同一である。また、遮光壁２３１を追加した構成は、図
８に示した単位画素１００－３と同様の構成である。
【０１２８】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２０
３を形成することで、遮光膜２０３に入射された光が吸収され、第２光電変換部１０３に
入射される光量が減少し、さらにオンチップレンズが形成されていないために、さらに第
２光電変換部１０３に入射される光量が減少するため、第２光電変換部１０３の感度が、
さらに低下する構成となる。よって、低感度の光電変化部のダイナミックレンジを拡大さ
せることが可能となる。また遮光壁２３１を設けることで、混色などの発生を低減させる
ことが可能となる。
【０１２９】
　（単位画素の第５の構成）
　次に、単位画素１００の第５の構成について説明する。図１０は、図６に示した単位画
素１００－１と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場
合の単位画素１００－５の断面図である。
【０１３０】
　図１０に示した単位画素１００－５と、図６に示した単位画素１００－１を比較するに
、単位画素１００－５の遮光膜２５１は、単位画素１００－１の遮光膜２０３と異なる形
状をしている点が異なり、他の部分は同一である。単位画素１００－５の遮光膜２５１は
、スリットがある形状に形成されている。スリットに該当する部分には、遮光膜２５１が
形成されていないようにしても良いし、スリットではない部分の遮光膜２５１よりも薄く
形成されているようにしても良い。
【０１３１】
　遮光膜２５１をスリット形状とすることで、第２光電変換部１０３を偏光画素として用
いることができる。
【０１３２】
　例えば、第２光電変換部１０３が車載され、道路表面を含む画像を撮像する場合、道路
表面から反射された光は、道路の表面に平行な偏光となる。このような偏光を除去した撮
影を行う場合には、道路表面と平行となる方向に遮光膜２５１のスリットを形成すること
で、道路表面で反射された光を選択的に沮止し、他の被写体からの光を受光することがで
きる。
【０１３３】
　このように、遮光膜２５１の形状をスリット形状とすることで、第２光電変換部１０３
への光の量を少なくさせるだけでなく、不要な光を除去することも可能な構成とすること
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ができる。
【０１３４】
　このように、遮光膜２５１を偏光子としても用いるようにした場合、遮光膜２５１の材
料として、上記した材料の他に、金属を用いることも可能である。なお偏光子に遮光膜を
使用することで、偏光子を金属で形成した場合より、効率よく直接、間接光を減光できる
構成とすることができる。
【０１３５】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２５
１を形成することで、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少し、低感度化による
ダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また、遮光膜２５１をスリット形状
とすることで、遮光膜２５１を偏光子として用いることができ、反射光などの不要な光の
影響を除去することができる。
【０１３６】
　（単位画素の第６の構成）
　次に、単位画素１００の第６の構成について説明する。図１１は、図７に示した単位画
素１００－２と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場
合の単位画素１００－６の断面図である。
【０１３７】
　図１１に示した単位画素１００－６と、図７に示した単位画素１００－２を比較するに
、単位画素１００－６の遮光膜２５１は、単位画素１００－２の遮光膜２０３と異なる形
状をしている点が異なり、他の部分、例えば、第２光電変換部１０３上にオンチップレン
ズ２０１－３が形成されていない点などは同一である。単位画素１００－６の遮光膜２５
１は、図１０に示した単位画素１００－５と同じく、スリット形状に形成されている。
【０１３８】
　遮光膜２５１をスリット形状とすることで、単位画素１００－５(図１０)と同じく、第
２光電変換部１０３への光の量を少なくさせるだけでなく、不要な光を除去することも可
能な構成とすることができる。
【０１３９】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２５
１を形成することで、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少し、低感度化による
ダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また第２光電変換部１０３上にオン
チップレンズを形成しないことで、第２光電変換部１０３に入射される光量がより減少し
、低感度化によるダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また、遮光膜２５
１をスリット形状とすることで、遮光膜２５１を偏光子として用いることができ、反射光
などの不要な光の影響を除去することができる。
【０１４０】
　（単位画素の第７の構成）
　次に、単位画素１００の第７の構成について説明する。図１２は、図８に示した単位画
素１００－３と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場
合の単位画素１００－７の断面図である。
【０１４１】
　図１２に示した単位画素１００－７と、図８に示した単位画素１００－３を比較するに
、単位画素１００－７は、遮光膜２５１がスリット形状に形成されている点が異なり、他
の部分、例えば、画素間に遮光膜２３１が設けられている点などは同一である。
【０１４２】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２５
１を形成することで、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少し、低感度化による
ダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また、遮光膜２５１をスリット形状
とすることで、遮光膜２５１を偏光子として用いることができ、反射光などの不要な光の
影響を除去することができる。また遮光壁２３１を設けることで、混色などの発生を低減
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させることが可能となる。
【０１４３】
　（単位画素の第８の構成）
　次に、単位画素１００の第８の構成について説明する。図１３は、図９に示した単位画
素１００－４と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が裏面型のイメージセンサである場
合の単位画素１００－８の断面図である。
【０１４４】
　図１３に示した単位画素１００－８と、図９に示した単位画素１００－４を比較するに
、単位画素１００－８は、遮光膜２５１がスリット形状に形成されている点が異なり、他
の部分、例えば、単画素間に遮光膜２３１が設けられ、第２光電変換部１０３上にオンチ
ップレンズが形成されていない点などは同一である。
【０１４５】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜２５
１を形成することで、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少し、低感度化による
ダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また第２光電変換部１０３上にオン
チップレンズを形成しないことで、第２光電変換部１０３に入射される光量がより減少し
、低感度化によるダイナミックレンジの拡大を実現することができる。
【０１４６】
　また、遮光膜２５１をスリット形状とすることで、遮光膜２５１を偏光子として用いる
ことができ、反射光などの不要な光の影響を除去することができる。また遮光壁２３１を
設けることで、混色などの発生を低減させることが可能となる。
【０１４７】
　（単位画素の第９の構成）
　図１４は、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサである場合の単位画
素１００－９の断面図である。
【０１４８】
　図１４に示した単位画素１００－９は、図中上側から、オンチップレンズ３０１、カラ
ーフィルタ３０２、遮光膜３０３、配線層３０４、およびシリコン基板３０５が積層され
、シリコン基板３０５には、第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３が形成されて
いる。
【０１４９】
　なお、図示はしていないが、例えば、オンチップレンズ２０１の上側には、カバーガラ
スなどが積層されている。以下の説明において必要な部分を適宜図示し、説明を加え、そ
の他の部分については、適宜図示や説明を省略する。
【０１５０】
　図１４では、第１光電変換部１０１－１、第１光電変換部１０１－２、および第２光電
変換部１０３を図示している。また、これら３箇所の光電変換部上に、それぞれオンチッ
プレンズ３０１－１乃至３０１－３が形成されている。
【０１５１】
　遮光膜３０３は、第２光電変換部１０３上にのみ形成されている。遮光膜３０３は、例
えば、アモルファスシリコン膜、ポリシリコン膜、Ｇｅ膜、ＧａＮ膜、ＣｄＴｅ膜、Ｇａ
Ａｓ膜、ＩｎＰ膜、CuInSe2膜、Cu2S、CIGS膜、非導体構造のカーボン膜、黒色レジスト
膜、有機光電変換膜で形成される。また、後述するように、遮光膜３０３が、スリット形
状で形成される場合、金属で形成されるようにすることも可能である。なお、上記した遮
光膜の材料は、一例であり、限定を示すものではない。
【０１５２】
　このように、表面型のイメージセンサにおいても、低感度の第２光電変換部１０３上に
遮光膜３０３を形成することで、オンチップレンズ３０１－３を透過してきた光が、遮光
膜３０３に吸収され、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少する。このため、第
２光電変換部１０３の感度が、さらに低下することになるため、ダイナミックレンジは拡
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大することになる。
【０１５３】
　（単位画素の第１０の構成）
　次に、単位画素１００の第１０の構成について説明する。図１５は、図１４に示した単
位画素１００－９と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサであ
る場合の単位画素１００－１０の断面図である。
【０１５４】
　図１５に示した単位画素１００－１０と、図１４に示した単位画素１００－９を比較す
るに、単位画素１００－１０は、単位画素１００－９から第２光電変換部１０３上に形成
されているオンチップレンズ３０１－３を削除した構成となされている点が異なり、他の
部分は同一である。
【０１５５】
　第２光電変換部１０３上にオンチップレンズ３０１－３を形成しない構成とすることで
、第２光電変換部１０３に光が集光されない状態で入射される構成となり、第２光電変換
部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の低感度化によ
るダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。
【０１５６】
　（単位画素の第１１の構成）
　次に、単位画素１００の第１１の構成について説明する。図１６は、図１４に示した単
位画素１００－９と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサであ
る場合の単位画素１００－１１の断面図である。
【０１５７】
　図１６に示した単位画素１００－１１と、図１４に示した単位画素１００－９を比較す
るに、単位画素１００－９の遮光膜３０３は、配線層３０４の図中上側（オンチップ３０
１側）に形成されているのに対して、単位画素１００－１１の遮光膜は、配線層３０４の
図中下側（シリコン基板３０５側）に形成されている点が異なり、他の部分は同一である
。
【０１５８】
　再度図１４を参照するに、単位画素１００－９の遮光膜３０３は、配線層３０４の上側
であり、カラーフィルタ３０２の層内に形成されている。これに対して、図１５に示した
単位画素１００－１１の遮光膜３３１は、配線層３０４の下側であり、シリコン基板３０
５の上側の配線層３０４内に形成されている。このように、遮光膜が形成される位置は、
配線層３０４の上側でも良いし、下側でも良い。
【０１５９】
　このように、表面型のイメージセンサにおいても、低感度の第２光電変換部１０３上に
遮光膜３０３を形成することで、オンチップレンズ３０１－３を透過してきた光が、遮光
膜３０３に吸収され、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少する。このため、第
２光電変換部１０３の感度が、さらに低下し、ダイナミックレンジを拡大させることが可
能となる。
【０１６０】
　（単位画素の第１２の構成）
　次に、単位画素１００の第１２の構成について説明する。図１７は、図１６に示した単
位画素１００－１１と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサで
ある場合の単位画素１００－１２の断面図である。
【０１６１】
　図１７に示した単位画素１００－１２と、図１６に示した単位画素１００－１１を比較
するに、単位画素１００－１２は、単位画素１００－１１から第２光電変換部１０３上に
形成されているオンチップレンズ３０１－３を削除した構成となされている点が異なり、
他の部分は同一である。
【０１６２】
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　第２光電変換部１０３上にオンチップレンズ３０１－３を形成しない構成とすることで
、第２光電変換部１０３に光が集光されない状態で入射される構成となり、第２光電変換
部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の低下化のダイ
ナミックレンジを拡大させることが可能となる。
【０１６３】
　（単位画素の第１３の構成）
　次に、単位画素１００の第１３の構成について説明する。図１８は、図１４に示した単
位画素１００－９と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサであ
る場合の単位画素１００－１３の断面図である。
【０１６４】
　図１８に示した単位画素１００－１３と、図１４に示した単位画素１００－９を比較す
るに、単位画素１００－１３の遮光膜３５１は、単位画素１００－９の遮光膜３０３と異
なる形状をしている点が異なり、他の部分は同一である。単位画素１００－１３の遮光膜
３５１は、スリット形状に形成され、カラーフィルタ３０２の層内に形成されている。
【０１６５】
　遮光膜３５１をスリット形状とすることで、遮光膜３５１を偏光子として用いることが
でき、第２光電変換部１０３を偏光画素として用いることができる。
【０１６６】
　このような構成とした場合においても、低感度の第２光電変換部１０３上に遮光膜３５
１を形成することで、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少し、低感度化による
ダイナミックレンジの拡大を実現することができる。また、遮光膜３５１をスリット形状
とすることで、遮光膜３５１を偏光子として用いることができ、反射光などの不要な光の
影響を除去することができる。
【０１６７】
　（単位画素の第１４の構成）
　次に、単位画素１００の第１４の構成について説明する。図１９は、図１８に示した単
位画素１００－１３と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサで
ある場合の単位画素１００－１４の断面図である。
【０１６８】
　図１９に示した単位画素１００－１４と、図１８に示した単位画素１００－１３を比較
するに、単位画素１００－１４は、単位画素１００－１３から第２光電変換部１０３上に
形成されているオンチップレンズ３０１－３を削除した構成となされている点が異なり、
他の部分は同一である。単位画素１００－１４の遮光膜３５１は、スリット形状で形成さ
れ、カラーフィルタ３０２の層内に形成されている。
【０１６９】
　第２光電変換部１０３上にオンチップレンズ３０１－３を形成しない構成とすることで
、第２光電変換部１０３に光が集光されない状態で入射される構成となり、第２光電変換
部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の感度が、さら
に低下することになるため、ダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。また、
遮光膜３５１をスリット形状とすることで、遮光膜３５１を偏光子として用いることがで
き、反射光などの不要な光の影響を除去することができる。
【０１７０】
　（単位画素の第１５の構成）
　次に、単位画素１００の第１５の構成について説明する。図２０は、図１８に示した単
位画素１００－１３と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサで
ある場合の単位画素１００－１５の断面図である。
【０１７１】
　図２０に示した単位画素１００－１５と、図１８に示した単位画素１００－１３を比較
するに、単位画素１００－１３の遮光膜３５１は、配線層３０４の図中上側に形成されて
いるのに対して、単位画素１００－１５の遮光膜３８１は、配線層３０４の図中下側に形
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成されている点が異なり、他の部分は同一である。すなわち、単位画素１００－１５の遮
光膜３８１は、配線層３０４の下側にスリット形状で形成されている。
【０１７２】
　このような構成の表面型のイメージセンサにおいても、低感度の第２光電変換部１０３
上に遮光膜３８１を形成することで、オンチップレンズ３０１－３を透過してきた光が、
遮光膜３８１に吸収され、第２光電変換部１０３に入射される光量が減少する。このため
、第２光電変換部１０３の低感度化によるダイナミックレンジを拡大させることが可能と
なる。また、遮光膜３８１をスリット形状とすることで、遮光膜３５１を偏光子として用
いることができ、反射光などの不要な光の影響を除去することが可能となる。
【０１７３】
　（単位画素の第１６の構成）
　次に、単位画素１００の第１６の構成について説明する。図２１は、図２０に示した単
位画素１００－１５と同じく、ＣＭＯＳイメージセンサ１０が表面型のイメージセンサで
ある場合の単位画素１００－１６の断面図である。
【０１７４】
　図２１に示した単位画素１００－１６と、図２０に示した単位画素１００－１５を比較
するに、単位画素１００－１６は、単位画素１００－１５から第２光電変換部１０３上に
形成されているオンチップレンズ３０１－３を削除した構成となされている点が異なり、
他の部分は同一である。すなわち、端画素１００－１６の遮光膜３８１は、配線層３０４
の下側にスリット形状で形成されている。
【０１７５】
　第２光電変換部１０３上にオンチップレンズ３０１－３を形成しない構成とすることで
、第２光電変換部１０３に光が集光されない状態で入射される構成となり、第２光電変換
部１０３に入射される光量が減少する。このため、第２光電変換部１０３の低感度化によ
るダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。また、遮光膜３８１をスリット形
状とすることで、遮光膜３８１を偏光子として用いることができ、反射光などの不要な光
の影響を除去することが可能となる。
【０１７６】
　第１乃至第１６の構成として示したように、低感度の第２光電変換部１０３上に、光を
吸収する機能を有する膜を形成し、第２光電変換部１０３に入射される光の量を減少させ
ることで、低感度化によるダイナミックレンジを拡大させることが可能となる。
【０１７７】
　また、遮光膜をスリット形状とすることで、偏光子として用いることができ、偏光子を
設けることで反射光の影響（不要な光の影響）を除去し、低感度化によるダイナミックレ
ンジを拡大することを同時に実現することができる。
【０１７８】
　また偏光子に遮光膜を使用することで、偏光子を金属で形成した場合より、効率よく直
接、間接光を減光できる構成とすることができる。
【０１７９】
　＜第１、第２光電変換部の配置について＞
　第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３を含む単位画素１００は、例えば、図２
２に示すように配置されている。図２２においては、単位画素５００とし、単位画素５０
０は、上記した単位画素１００－１乃至１００－１８のいずれかであるとして説明を続け
る。
【０１８０】
　図２２では、４×４の１６個の単位画素５００－１乃至５００－１６が配置されている
例を示した。各単位画素５００は、第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３を含む
。例えば、単位画素５００－１は、第１光電変換部１０１－１と第２光電変換部１０３－
１を含む。
【０１８１】
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　第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３は、受光面の大きさにより異なる感度と
なるように構成されている。すなわち、図２２に示したように、第１光電変換部１０１の
受光面は、第２光電変換部１０３の受光面よりも大きくなるように構成されている。
【０１８２】
　図２２に示した例では、例えば、第１光電変換部１０１－１の右斜め下に第２光電変換
部１０３－１が配置されている。図示はしていないが、第１光電変換部１０１－１の右横
に第２光電変換部１０３－１が配置されるようにしても良い。また、他の配置関係でも良
い。
【０１８３】
　単位画素５００内で、第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３が配置されていな
い部分には、信号処理回路などを配置するようにしても良い。すなわち、異なる受光面積
の第１光電変換部１０１と第２光電変換部１０３が、単位画素５００内に配置されること
で、余剰な領域が発生するが、その余剰な領域に信号処理回路などを配置することで、領
域を有効利用するようにしても良い。
【０１８４】
　単位画素５００上に配置されるカラーフィルタ２０２（３０２）の色は、例えば、ベイ
ヤ－配列とすることができる。図２３Ａに示すように、単位画素５００－１を赤色（Ｒ）
、単位画素５００－２を緑色（Ｇ）、単位画素５００－５を緑色（Ｇ）、単位画素５００
－６を青色（Ｂ）とする色配置にすることができる。
【０１８５】
　このような色配置とされた場合、図２２と図２３Ａを再度参照するに、例えば、単位画
素５００－１には、第１光電変換部１０１－１と第２光電変換部１０３－１が配置され、
カラーフィルタ２０２（３０２、以下、２０２を例に挙げて説明する）の色は、赤色（Ｒ
）である。このように、同一の単位画素５００内に配置されている第１光電変換部１０１
と第２光電変換部１０３は、同一のカラーフィルタ２０２の色とされている。
【０１８６】
　図２３Ｂに示すように、４画素を同色としたベイヤ－配列としても良い。図２３Ｂにお
いては、単位画素５００－１、単位画素５００－２、単位画素５００－５、単位画素５０
０－６が赤色（Ｒ）、単位画素５００－３、単位画素５００－４、単位画素５００－７、
単位画素５００－８が緑色（Ｇ）、単位画素５００－９、単位画素５００－１０、単位画
素５００－１３、単位画素５００－１４が緑色（Ｇ）、単位画素５００－１１、単位画素
５００－１２、単位画素５００－１５、単位画素５００－１６が緑色（Ｇ）とされている
。
【０１８７】
　ここでは、色配置として、ベイヤ－配列を例に挙げて説明したが、他の色配置であって
も本技術を適用できる。
【０１８８】
　第２光電変換部１０３上には、上記したように、遮光膜が形成されている。遮光膜とし
ては、図６などに示したスリット形状ではない遮光膜２０３（以下、ベタ形状の遮光膜２
０３と記述する）と、図１０などに示したスリット形状の遮光膜２５１がある。
【０１８９】
　なおここでは、ベタ形状の遮光膜として、遮光膜２０３（図６）を例に挙げて説明する
が、遮光膜３０３（図１４）、遮光膜３３１（図１６）に対しても、以下の説明は適用さ
れる。また、スリット形状の遮光膜として、遮光膜２５１（図１０）を例に挙げて説明す
るが、遮光膜３５１（図１８）、遮光膜３８１（図２０）に対しても、以下の説明は適用
される。
【０１９０】
　ベタ形状の遮光膜２０３が形成されている場合、例えば、図２４Ａに示したように遮光
膜２０３は形成される。図２４Ａでは、図２２に示した４×４の１６個の単位画素５００
－１乃至５００－１６のうちの左上側に配置されている４画素だけ図示してあるが、他の
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画素も同様に遮光膜２０３が形成されている。
【０１９１】
　図２４Ａに示すように、単位画素５００内の第２光電変換部１０３上には、ベタ形状の
遮光膜２０３が形成されている。例えば、図２４Ａに示した単位画素５００－１内の右下
に、第２光電変換部１０３が形成され、その第２光電変換部１０３－１が形成されている
領域に、遮光膜２０３－１が形成される。
【０１９２】
　なお、図２４Ａに示したように、遮光膜２０３は、画素外周領域でウェル（WELL）に接
続されているように形成されるようにすることができる。
【０１９３】
　スリット形状の遮光膜２５１が形成されている場合、例えば、図２４Ｂに示したように
遮光膜２５１が形成される。図２４Ｂに示すように、単位画素５００内の第２光電変換部
１０３上には、スリット形状の遮光膜２５１が形成されている。
【０１９４】
　図２４Ｂに示したスリットの方向は、図中横方向であり、４画素とも同方向のスリット
とされている。このように、第２光電変換部１０３上に設けられる遮光膜２５１のスリッ
トは、全て同一の方向を有しているように形成することができる。
【０１９５】
　遮光膜２５１のスリットの方向を、画素毎に変えるようにしても良い。図２４Ｃは、単
位画素５００内の第２光電変換部１０３上に、スリット形状の遮光膜２５１が形成されて
いる場合であり、画素毎に異なる方向のスリットが形成されている場合の遮光膜２５１を
示している。
【０１９６】
　図２４Ｃに示した単位画素５００－１内の第２光電変換部１０３－１上に形成されてい
る遮光膜２５１－１のスリットは、図中、横方向に形成されている。単位画素５００－２
内の第２光電変換部１０３－２上に形成されている遮光膜２５１－２のスリットは、図中
、左斜め下方向に形成されている。
【０１９７】
　単位画素５００－５内の第２光電変換部１０３－５上に形成されている遮光膜２５１－
５のスリットは、図中、右斜め下方向に形成されている。単位画素５００－６内の第２光
電変換部１０３－６上に形成されている遮光膜２５１－６のスリットは、図中、縦方向に
形成されている。
【０１９８】
　図２４Ｃに示した例では、４方向のスリットが形成されている場合を示している。図示
していない他の画素も、２×２の４画素内で、それぞれの画素上の遮光膜２５１は、異な
る４方向のスリット形状で形成されている。なおここでは、４方向を例に挙げて説明した
が、さらに他の方向が追加されたり、２方向または３方向など、遮光膜２５１のスリット
の方向は、４方向に限定されるわけではない。
【０１９９】
　このように、画素毎にスリットの方向を変える、換言すれば、隣接する第２光電変換部
１０３上に形成された遮光膜２５１のスリット方向が異なるようにすることで、異なる方
向からの偏光を沮止することが可能となる。
【０２００】
　また、このように、画素毎にスリットの方向が変わるように形成した場合、例えば、図
２４Ｃに示した４画素単位で、それぞれ異なる方向のスリットが形成される場合、単位と
される４画素は同一色としても良い。すなわち、図２３Ｂに示したように、４画素が同一
色とされたベイヤ－配列とされ、同一色とされている４画素内の画素同士は異なる方向の
スリットとされている構成としても良い。
【０２０１】
　＜変形例＞
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　以上の説明では、１画素内に感度が異なる２つの光電変換部を設ける例を示したが、１
画素内に３つ以上の感度が異なる光電変換部を設けることも可能である。また感度の違い
は、遮光膜の材料の違いや膜厚の違いなどで調整することも可能である。
【０２０２】
　また、上記した実施の形態では、単位画素が行列状に配置されているＣＭＯＳイメージ
センサに適用した場合を例に挙げて説明したが、本技術は、ＣＭＯＳイメージセンサへの
適用に限定されるものではない。すなわち、本技術は、単位画素が行列状に２次元配置さ
れているＸ－Ｙアドレス方式の撮像装置全般に対して適用可能である。
【０２０３】
　さらに、本技術は、可視光の入射光量の分布を検知して画像として撮像する撮像装置へ
の適用に限らず、赤外線やＸ線、あるいは粒子等の入射量の分布を画像として撮像する撮
像装置全般に対して適用可能である。
【０２０４】
　なお、撮像装置はワンチップとして形成された形態であってもよいし、撮像部と、信号
処理部または光学系とがまとめてパッケージングされた撮像機能を有するモジュール状の
形態であってもよい。
【０２０５】
　＜撮像装置の使用例＞
　図２５は、上述の撮像装置の使用例を示す図である。
【０２０６】
　上述した撮像装置は、例えば、以下のように、可視光や、赤外光、紫外光、X線等の光
をセンシングする様々なケースに使用することができる。
【０２０７】
　・デジタルカメラや、カメラ機能付きの携帯機器等の、鑑賞の用に供される画像を撮影
する装置
　・自動停止等の安全運転や、運転者の状態の認識等のために、自動車の前方や後方、周
囲、車内等を撮影する車載用センサ、走行車両や道路を監視する監視カメラ、車両間等の
測距を行う測距センサ等の、交通の用に供される装置
　・ユーザのジェスチャを撮影して、そのジェスチャに従った機器操作を行うために、TV
や、冷蔵庫、エアーコンディショナ等の家電に供される装置
　・内視鏡や、赤外光の受光による血管撮影を行う装置等の、医療やヘルスケアの用に供
される装置
　・防犯用途の監視カメラや、人物認証用途のカメラ等の、セキュリティの用に供される
装置
　・肌を撮影する肌測定器や、頭皮を撮影するマイクロスコープ等の、美容の用に供され
装置
　・スポーツ用途等向けのアクションカメラやウェアラブルカメラ等の、スポーツの用に
供される装置
　・畑や作物の状態を監視するためのカメラ等の、農業の用に供される装置
【０２０８】
　図２６は、本技術を適用した電子機器の一例である撮像装置（カメラ装置）１００１の
構成例を示すブロック図である。
【０２０９】
　図２６に示すように、撮像装置１００１は、レンズ群１０１１などを含む光学系、撮像
素子１０１２、カメラ信号処理部であるＤＳＰ１０１３、フレームメモリ１０１４、表示
装置１０１５、記録装置１０１６、操作系１０１７、及び、電源系１０１８等を有してい
る。そして、ＤＳＰ１０１３、フレームメモリ１０１４、表示装置１０１５、記録装置１
０１６、操作系１０１７、及び、電源系１０１８がバスライン１０１９を介して相互に接
続された構成となっている。
【０２１０】
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　レンズ群１０１１は、被写体からの入射光（像光）を取り込んで撮像素子１０１２の撮
像面上に結像する。撮像素子１０１２は、レンズ群１０１１によって撮像面上に結像され
た入射光の光量を画素単位で電気信号に変換して画素信号として出力する。
【０２１１】
　表示装置１０１５は、液晶表示装置や有機ＥＬ（electro luminescence）表示装置等の
パネル型表示装置から成り、撮像素子１０１２で撮像された動画または静止画を表示する
。記録装置１０１６は、撮像素子１０１２で撮像された動画または静止画を、メモリカー
ドやビデオテープやＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等の記録媒体に記録する。
【０２１２】
　操作系１０１７は、ユーザによる操作の下に、本撮像装置１００１が持つ様々な機能に
ついて操作指令を発する。電源系１０１８は、ＤＳＰ１０１３、フレームメモリ１０１４
、表示装置１０１５、記録装置１０１６、及び、操作系１０１７の動作電源となる各種の
電源を、これら供給対象に対して適宜供給する。
【０２１３】
　このような撮像装置１００１は、ビデオカメラやデジタルスチルカメラ、更には、スマ
ートフォン、携帯電話機等のモバイル機器向けカメラモジュールに適用される。そして、
この撮像装置１００１において、撮像素子１０１２として、上述した各実施形態に係る撮
像装置を用いることができる。これにより、撮像装置１００１の画質を向上させることが
できる。
【０２１４】
　本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すもので
ある。
【０２１５】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、ま
た他の効果があってもよい。
【０２１６】
　なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０２１７】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　複数の単位画素が配置されている画素アレイ部の前記単位画素が、
　第１の光電変換部と、
　前記第１の光電変換部より感度が低い第２の光電変換部と
　を備え、
　前記第２の光電変換部の光が入射する側に、遮光膜が形成されている
　撮像装置。
（２）
　前記第２の光電変換部上には、入射される光を集光するためのレンズは形成されていな
い
　前記（１）に記載の撮像装置。
（３）
　隣接する光電変化部への光の漏れ込みを防ぐ遮光壁が、光電変換部間に備えられる
　前記（１）または（２）に記載の撮像装置。
（４）
　前記遮光膜は、スリット形状である
　前記（１）乃至（３）のいずれかに記載の撮像装置。
（５）
　隣接する第２の光電変換部上に形成されている前記遮光膜のスリットの方向は、異なる
方向とされている
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　前記（４）に記載の撮像装置。
（６）
　裏面型のイメージセンサである
　前記（１）乃至（５）のいずれかに記載の撮像装置。
（７）
　表面型のイメージセンサである
　前記（１）乃至（５）のいずれかに記載の撮像装置。
（８）
　前記遮光膜は、前記第２の光電変換部上に形成されている配線層の下側または上側に形
成されている
　前記（７）に記載の撮像装置。
（９）
　前記遮光膜は、アモルファスシリコン膜、ポリシリコン膜、Ｇｅ膜、ＧａＮ膜、ＣｄＴ
ｅ膜、ＧａＡｓ膜、ＩｎＰ膜、CuInSe2膜、Cu2S、CIGS膜、非導体構造のカーボン膜、黒
色レジスト膜、有機光電変換膜、または金属膜である
　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の撮像装置。
【符号の説明】
【０２１８】
　１０　ＣＭＯＳイメージセンサ，　１１　画素アレイ部，　１２　垂直駆動部，　１３
　カラム処理部，　１４　水平駆動部，　１５　システム制御部，　１６　画素駆動線，
　１７　垂直信号線，　１８　信号処理部，　１９　データ格納部，　１００　単位画素
，　１０１　第１光電変換部，　１０２　第１の転送ゲート部，　１０３　第２光電変換
部，　１０４　第２転送ゲート部，　１０５　第３転送ゲート部，　１０６　電荷蓄積部
，　１０７　リセットゲート部，　１０８　ＦＤ部，　１０９　増幅トランジスタ，　１
１０　選択トランジスタ，　１５１　第４転送ゲート部，　２０３，２５１，３０３，３
３１，３５１，３８１　遮光膜
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